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GB/T 20870.6—2026/IEC 60747⁃16⁃6：2019

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本文件是 GB/T 20870《半导体器件》的第 6 部分。GB/T 20870 已经发布了以下部分：

——第 16⁃1 部分：微波集成电路　放大器；

——第 16⁃2 部分：微波集成电路　预分频器；

——第 16⁃3 部分：微波集成电路　变频器；

——第 16⁃4 部分：微波集成电路　开关；

——第 16⁃5 部分：微波集成电路　振荡器；

——第 16⁃6 部分：微波集成电路　倍频器；

——第 16⁃7 部分：微波集成电路　衰减器；

——第 16⁃10 部分：单片微波集成电路技术可接收程序。

本文件等同采用 IEC 60747⁃16⁃6：2019《半导体器件　第 16⁃6 部分：微波集成电路　倍频器》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

——增加了 3.3 变频增益、3.6 基波隔离度、3.7n 阶谐波隔离度的注，以解释说明不同常用单位下

该术语的计算方式。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国集成电路标准化技术委员会（SAC/TC 599）归口。

本文件起草单位：中电国基北方有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、哈尔滨工业大

学、博信通信股份有限公司、济南晶芯半导体有限公司、石家庄宇讯电子有限公司、河北博威集成电路

有限公司、河北新华北集成电路有限公司、合肥芯谷微电子股份有限公司、河北中瓷电子科技股份有限

公司、中国电子技术标准化研究院、北京华航无线电测量研究所、河北北芯半导体科技有限公司。

本文件主要起草人：马康健、刘牧荑、吴少川、侯文卷、王琮、吴禹、庞建凯、于长江、任晓伟、齐步坤、

李军、钟鑫、张秋、刘达、桂明洋、尹丽晶。

Ⅲ



GB/T 20870.6—2026/IEC 60747⁃16⁃6：2019

引 言

半导体器件是电子行业产业链中的通用基础产品，为电子系统中的最基本单元，GB/T 20870《半

导体器件》为微波集成电路产品系列标准，是微波集成电路进行研制生产和检验的基础性和通用性标

准，对于评价和考核微波集成电路的质量和可靠性起着重要作用，拟由 11 个部分构成。

——第 16⁃1 部分：微波集成电路　放大器。目的在于规定微波集成电路放大器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。

——第 16⁃2 部分：微波集成电路　预分频器。目的在于规定微波集成电路预分频器的术语、字母

符号、基本额定值、特性以及测试方法。

——第 16⁃3 部分：微波集成电路　变频器。目的在于规定微波集成电路变频器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。

——第 16⁃4 部分：微波集成电路　开关。目的在于规定微波集成电路开关的术语、基本额定值、

特性以及测试方法。

——第 16⁃5 部分：微波集成电路　振荡器。目的在于规定微波集成电路振荡器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。

——第 16⁃6 部分：微波集成电路　倍频器。目的在于规定微波集成电路倍频器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。

——第 16⁃7 部分：微波集成电路　衰减器。目的在于规定微波集成电路衰减器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。

——第 16⁃8 部分：微波集成电路　限幅器。目的在于规定微波集成电路限幅器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。

——第 16⁃9 部分：微波集成电路　移相器。目的在于规定微波集成电路移相器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。

——第 16⁃10 部分：单片微波集成电路技术可接收程序。目的在于规定单片集成电路的设计、制

作和交付的术语、定义、符号、质量体系、测试、评价、验证方法以及其他要求。

——第 16⁃11 部分：微波集成电路　功率检波器。目的在于规定微波集成电路功率检波器的术

语、基本额定值、特定以及测试方法。

该系列标准等同采用 IEC 60747⁃16 系列标准，保证微波集成电路产品标准与国际标准一致，实现

微波集成电路产品标准与国际接轨。通过制定该系列标准，统一微波集成电路产品的术语定义、基本

额定值和特性、测试方法，对微波集成电路的研究、生产、检验和使用具有重要意义，同时补充完善半导

体集成电路标准体系，为微波集成电路行业的发展起到指导作用。
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半导体器件

第 16⁃6部分：微波集成电路　倍频器

1　范围

本文件规定了微波集成电路倍频器的术语、基本额定值、特性以及测量方法。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 17573—2026　半导体器件　总则（IEC 60747⁃1：2006，IDT）

GB/T 20870.3—2026　半导体器件　第 16⁃3 部分：微波集成电路　变频器（IEC 60747⁃16⁃3：
2017，IDT）

IEC 60617　简图用图形符号（Graphical symbols for diagrams）
注： GB/T 4728（所有部分）　电气简图用图形符号［IEC 60617（所有部分），IDT］

IEC 60747⁃4　半导体器件　分立器件　第 4 部分：微波二极管和晶体管（Semiconductor devices—
Discrete devices—Part 4：Microwave diodes and transistors）

注： GB/T 4023.4—2026　半导体分立器件　第 4 部分：微波二极管和晶体管（IEC 60747⁃4：2017，MOD）

IEC 61340⁃5⁃1　静电学　第 5⁃1 部分：电子器件的静电防护　通用要求（Electrostatics—Part 5⁃1：
Protection of electronic devices from electrostatic phenomena—General requirements）

注： GB/T 37977.51—2023　静电学　第 5⁃1 部分：电子器件的静电防护　通用要求（IEC 61340⁃5⁃1：2016，IDT）

IEC TR 61340⁃5⁃2　静电学　第 5⁃2 部分：电子器件的静电防护　用户手册（Electrostatics—Part 5⁃2：
Protection of electronic devices from electrostatic phenomena—User guide）

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　
输出频率　output frequency
fo

输入频率乘以倍频因子 N 得到的频率值，其中 N 为整数。

3.2　
输出功率　output power
P o

输出端口在输出频率下测量到的射频功率。

3.3　
变频增益　conversion gain
G c

输出功率与输入功率的比值。
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